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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με την τεχνική της καθοδικής ιοντοβολής (magnetron sputtering) παρασκευάστηκαν κοκκώδη (granular) 

λεπτά υμένια Βισμούθιου (Bi) πάχους 50 nm πάνω σε εύκαμπτο υπόστρωμα kapton, σε θερμοκρασίες  

20, 80, 120, 200 και 270 C. 

Η εξέταση των δειγμάτων με την τεχνική της περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD) έδειξε ότι οι κύριες κορυφές 

περίθλασης που  παρατηρήθηκαν είναι η (003) στη θέση 2θ = 22.468 και η (012) στη θέση 2θ = 27.165. 

Τα διαγράμματα XRD έδειξαν ότι καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται από RT στους 271 C, παρατηρείται 

βαθμιαία μείωση της κορυφής (003) και βαθμιαία άνοδος της κορυφής (012). Επιπλέον παρατηρείται μία 

σταδιακή μείωση της κορυφής (006) καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται από RT στους 271 C. 

Ο μορφολογικός και δομικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων μέσω ατομικής μικροσκοπίας δύναμης 

(AFM)[1] και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (FESEM), αποκάλυψαν μια νανοκοκκώδη δομή, με προοδευτική 

μεταβολή της μορφολογίας των κόκκων και της υφής των δειγμάτων, που παρουσιάζουν ένα μίγμα 

λεπτών κόκκων και λόφων από  RT σε 271 C. Ιδιαίτερα στους 271 C (σημείο τήξης του βισμούθιου), 

σχηματίζονται κρύσταλλοι σε ισορροπία  (equilibrium crystals).[2]  

Οι μετρήσεις της αντίστασης (R) και της μαγνητοαντίστασης (MR) με χρήση του οργάνου PPMS της 

Quantum Design αποδεικνύουν συμπεριφορά ημιαγωγού και συστηματικές μεταβολές στη γωνιακή 

εξάρτηση της MR[3]. Επίσης παρατηρείται η εμφάνιση μιας γραμμικότητας στην αντίσταση των δειγμάτων 

βισμούθιου σε πεδία άνω του 1.2 Tesla. Η μεγάλη μεταβολή της μαγνητοαντίστασης κατά την κάθετη 

διεύθυνση προς την επιφάνεια του υμενίου καθιστούν αυτά, κατάλληλα για εφαρμογές σε αισθητήρες. 
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